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(57)【要約】
【課題】従来のリフトオフ法の有する種々の問題を解決
した薄膜パターンの形成方法、該方法を利用した、安価
で信頼性の高い有機ＥＬディスプレイパネル及びその製
造方法を提供する
【解決手段】表面にレジストパターンが形成された基板
上に絶縁薄膜を形成する工程、
及び、レジスト上に形成された薄膜をリフトオフするこ
とによって絶縁薄膜パターンを形成する工程を有し、基
板上に形成されたレジストの頂部がオーバーハング部を
有し、前記絶縁薄膜パターンを形成する工程において、
前記レジストのオーバーハング部の先端が基板に近づく
ように変形することを特徴とする薄膜パターンの形成方
法、該薄膜形成方法を用いた有機ＥＬディスプレイの製
造方法及び絶縁薄膜の端部のテーパー領域の幅が狭い有
機ＥＬディスプレイ。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にレジストからなるパターンを形成する工程、
表面にレジストパターンが形成された基板上に絶縁薄膜を形成する工程、
レジストを溶剤で除去するとともに、レジスト上に形成された薄膜をリフトオフすること
によって絶縁薄膜パターンを形成する工程を有し、前記レジストからなるパターンを形成
する工程で形成されたレジストの頂部が基板に対して平行方向に突出したオーバーハング
部を有し、前記絶縁薄膜パターンを形成する工程において、前記レジストのオーバーハン
グ部の先端が基板に近づくように変形することを特徴とする薄膜パターンの形成方法。
【請求項２】
　前記絶縁薄膜の中央部の厚さをt、変形後のオーバーハング部底部の基板からの高さをy
′としたとき、
　　ｔ≧ｙ′≧０．５ｔ
であることを特徴とする請求項１記載の薄膜パターンの形成方法。
【請求項３】
　前記レジストからなるパターンを形成する工程で形成されたレジストのオーバーハング
部の長さをx、オーバーハング部先端底部の基板からの高さをy、としたとき、
　　１０ｔ≧ｘ≧５．５ｔ、２ｔ≧ｙ＞ｔ
であることを特徴とする請求項２記載の薄膜パターンの形成方法。
【請求項４】
　前記レジストが単層のレジストからなることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の薄膜パターンの形成方法。
【請求項５】
　前記レジストが２種の樹脂材料の積層体からなることを特徴とする請求項１～３のいず
れか１項に記載の薄膜パターンの形成方法。
【請求項６】
　前記表面にレジストパターンが形成された基板上に絶縁薄膜を形成する工程における絶
縁薄膜の形成がスパッタ法によることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の
薄膜パターンの形成方法。
【請求項７】
　前記表面にレジストパターンが形成された基板上に絶縁薄膜を形成する工程における絶
縁薄膜の形成がイオンプレーティング法によることを特徴とする請求項１～５のいずれか
１項に記載の薄膜パターンの形成方法。
【請求項８】
　基板上に少なくとも第１電極、絶縁薄膜、有機ＥＬ層及び第２電極を順次積層してなる
有機ＥＬディスプレイの製造方法であって、
（１）基板上に第１電極を形成する工程と、
（２）第１電極の形成された基板上に、前記第１電極上に開口部を有し、少なくとも第１
電極端部を覆うように絶縁薄膜を形成する工程と、
（３）有機ＥＬ層を形成する工程と、
（４）第２電極を形成する工程と
を有し、前記工程（２）における絶縁薄膜の形成が請求項１～７のいずれか１項に記載の
薄膜の形成方法であることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項９】
　前記基板が、基板上に少なくともパターン化された色変換フィルタ層、平坦化層、及び
パッシベーション層が形成された第１電極基板であることを特徴とする請求項８記載の有
機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（４）の後に、少なくとも色変換フィルタ層を含む色変換フィルタ基板を形成
する工程をさらに有することを特徴とする請求項８記載の有機ＥＬディスプレイの製造方
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法。
【請求項１１】
　基板上に少なくとも第１電極、絶縁薄膜、有機ＥＬ層及び第２電極を順次積層してなり
、前記絶縁薄膜が前記第１電極上に開口部を有し、少なくとも第１電極端部を覆うように
形成された無機材料からなる薄膜であり、第１電極表面と絶縁膜の側面のなす角が１度以
上５度未満であり、かつ、絶縁薄膜中央部の膜厚をｔとしたとき、絶縁薄膜の開口部近傍
における膜厚が０．９ｔ以下である部分の幅が１０ｔ以下であることを特徴とする有機Ｅ
Ｌディスプレイ。
【請求項１２】
　前記基板が、基板上に少なくともパターン化された色変換フィルタ層、平坦化層、及び
パッシベーション層が形成された第１電極基板であることを特徴とする請求項１１記載の
有機ＥＬディスプレイ。
【請求項１３】
　前記第２電極側に少なくとも透明基板と色変換フィルタ層を含む色変換フィルタ基板を
設けることを特徴とする請求項１１記載の有機ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リフトオフ法を用いた薄膜パターンの形成方法、有機エレクトロルミネッセ
ンス（以下、有機ＥＬという。）ディスプレイの製造方法及び有機ＥＬディスプレイに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　有機化合物のエレクトロルミネセンスを利用した有機ＥＬディスプレイパネルの１つに
、パッシブマトリクス（単純マトリクス）型ディスプレイパネルがある。パッシブマトリ
クス型ディスプレイパネルは、ラインパターンを有する複数の導電層からなる第１電極と
、第１電極に直交するラインパターンを有する複数の導電層からなる第２電極と、両電極
に挟持される有機発光層から構成される。第１電極と第２電極との交差領域の発光部を単
位として１画素を形成し、画素を複数個配列することにより表示部が形成される。
【０００３】
　また、パッシブマトリクス型ディスプレイパネルでは、フルカラー表示を可能にするた
めに、第１電極と透明基板との間に色変換フィルタが形成されている。
【０００４】
　上記の第１電極及び第２電極は各々ストライプ状にパターニングされ、各電極は縁部を
有している。この縁部は電極形状が急激に変化している部分であり、電界の集中が起こり
やすい部分である。この電界が集中する部分では、有機ＥＬ層が絶縁破壊を起こし、第１
電極と第２電極の短絡（クロストーク）が生じる。その結果、短絡した第１電極または第
２電極の部分のすべての画素が常時発光するなどの表示欠陥が生じる。
【０００５】
　第１電極と第２電極の短絡を防止する提案がある（例えば、特許文献１参照。）。
　この提案では、複数の互いに対向する電極対とこの電極間に配置された有機ＥＬ層から
なる電界発光素子であって、この有機ＥＬ層及び少なくとも一方の電極の間に挟まれ、か
つ、電極の縁部に沿って延在する絶縁層を備えたものを開示している。この絶縁層により
前記電極対間の漏洩電流を遮断している。
【０００６】
　また、有機ＥＬ層を形成する材料は水分に弱いため、ウエットプロセスであるフォトリ
ソグラフ法により第２電極を形成することはできず、一般に、蒸着法により形成されてい
る。このとき、第２電極と第１電極との間の絶縁性を確保するための絶縁膜を設けるとと
もに、ストライプ状の複数の第２電極間の絶縁性を確保するため、第２電極のストライプ
長手方向と平行に延びる隔壁を設ける提案もある（例えば、特許文献２参照。）。
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【０００７】
　図３は本発明のボトムエミッション型有機ＥＬディスプレイの模式斜視図及び模式部分
断面図を示すが、特許文献２で提案された有機ＥＬディスプレイの構造も、基板上に形成
された絶縁膜の材質あるいはさらにその形状細部を除けば同様の構造をしており、図３を
援用して特許文献２記載の有機ＥＬディスプレイを説明する。
【０００８】
　図３に示すように、カラーフィルタ及びそれを覆う平坦化膜を備えた基板１０１上に複
数の第１電極が平行なストライプ状に形成され、第１電極１０２のストライプ長手方向と
直交する方向及び隣接する第１電極間における第１電極のストライプ長手方向と平行な方
向に伸びるように絶縁膜１０３が形成される。そして、第１電極のストライプ長手方向と
直交する方向に伸びる絶縁膜１０３の上に逆テーパー状の隔壁１０４が形成された後、有
機ＥＬ層１０５及び第２電極１０６が蒸着により形成されて、有機ＥＬ層１０５の上に形
成された第２電極１０６同士や第２電極１０６と第１電極１０２との絶縁性を確保してい
る。絶縁膜１０３や隔壁１０４はフォトレジスト樹脂で形成される。なお、図３（ａ）は
基板１０１上に第１電極１０２、絶縁膜１０３及び隔壁１０４の形成が完了した状態の模
式斜視図を示し、図３（ｂ）、（ｃ）は第２電極１０６の形成が完了した状態での部分模
式断面図を示す。
【０００９】
　有機ＥＬ層１０５は非常に薄い薄膜として蒸着により第１電極１０２上に形成される。
そのため、第１電極１０２上に微粒子が付着していると、有機ＥＬ層１０５が良好に形成
されず、その部分の有機ＥＬ素子が不良となる。この微粒子等の付着は、ＩＴＯ等の導電
性透明材料で第１電極を形成する際や、その後の絶縁膜１０３及び隔壁１０４の形成時等
に発生する可能性がある。そのため、最近では、有機ＥＬ層１０５の形成前にプラズマ処
理あるいはＵＶ／Ｏ３処理を行う工程が設けられている。
【００１０】
　絶縁膜の材料としてはポリイミド、ノボラック樹脂などの有機材料が用いられる。この
ような有機材料を用いることの利点は、十分な耐電圧を有する膜厚で絶縁膜をフォトリソ
グラフ法などを用いて簡便に形成できることにある。しかし、これらの材料は吸湿性が高
いために、有機発光層の変質をもたらす水分が含有される可能性が高く、有機発光層を形
成する前に十分に水分を除去しておく必要が生じる。
【００１１】
　ディスプレイとして高い信頼性が求められる場合、例えば車載用ディスプレイなどでは
、有機ＥＬディスプレイは、高温高湿下のような悪条件でも輝度の低下が小さいことが求
められる。特に高温下での駆動では、有機材料からの水分の放出が温度上昇に伴って加速
度的に増加し、有機ＥＬ層に拡散する。この水分の放出は有機ＥＬ層の変質を招き、発光
面積を低下させる要因となる。
【００１２】
　また、有機材料からなる絶縁膜は、有機ＥＬ層形成前のプラズマ処理あるいはＵＶ／Ｏ

３処理工程において表面及び端部がエッチングされる場合がある。絶縁膜の表面や端部が
エッチングされると、エッチングされた有機物が第１電極表面に再付着、汚染することに
より、有機ＥＬ素子の性能を劣化させることがある。
【００１３】
　このような問題を解決する方法として、絶縁膜材料に無機材料を用いることが考えられ
る。このような方法の１つとして絶縁膜材料として酸化珪素や窒化珪素を用いる提案があ
る（例えば、特許文献３参照。）。これら無機材料を用いた場合の絶縁膜のパターニング
方法としてはウエットエッチング及びドライエッチングが提案されているが、酸化珪素、
窒化珪素をウエットエッチングで加工する場合、支持基板であるガラスも同時に侵食して
しまい、ガラス基板が白濁するという問題が生じる。また、ドライエッチングには高価な
真空装置を必要とし、製造コストが高くなるという問題がある。
【００１４】
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　また、感光性無機レジストを使用して無機絶縁膜パターンを作製する提案がある（例え
ば、特許文献４参照。）。無機レジストは溶媒に水を用いており、膜中の水分を十分に除
去するためには、２００℃以上の高温でベーク処理を行う必要がある。このため、ディス
プレイ用の支持基板として色変換フィルタ層が形成されているものを用いた場合には、色
変換フィルタ内の色素がベーク時に熱分解して、色変換能を損なってしまう。また、無機
レジストは残渣が残りやすい、十分な感度が得られていないなどの問題が残っており、ま
だ開発途上の材料である。
【００１５】
　一方、リフトオフ法を用いて無機絶縁膜のパターンを形成する提案がある（例えば、特
許文献５参照。）。リフトオフ法を用いる場合、絶縁膜の成膜法として、真空加熱蒸着法
、電子ビーム蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法等の物理的気相堆積法を用い
ることができ、成膜速度、膜質の観点からは、イオンプレーティング法、マグネトロンス
パッタ法を用いることが好ましく、これらの方法を用いることにより生産性、歩留まりの
向上を図ることができる。
【００１６】
　しかし、これらの成膜法では、アルゴン、酸素、窒素等のガスを導入して放電させるた
めに、成膜雰囲気の圧力が真空蒸着法に比べて高く、ソースやターゲットを飛び出した粒
子はこれらのガスに衝突して散乱しながら基板に到達することになり、リフトオフレジス
トのオーバーハング部の下、あるいはアンダーカット領域へ成膜粒子が入り込むことにな
り、基板上からレジスト側壁にかけて連続膜となりやすい。連続膜が形成されると、リフ
トオフが困難になったり、また“バリ”と呼ばれる残渣物が残ったりするという問題が生
じる。
【００１７】
　リフトオフ法に関するこのような問題を回避する方法として、リフトオフレジストの形
状を、アンダーカット量をｘ、アンダーカットの高さをｙとしたとき３ｙ－２ｘ＋１≦０
となるようにする提案がある（特許文献６参照。）。また、レジスト形状を制御する方法
としてポリメチルグルタルイミド（ＰＭＧＩ）やポリイミド樹脂等を下層レジストとして
、またこれらとは混合しないノボラック系樹脂を用いたレジストを上層として用いる２層
レジストの提案（特許文献６、７、８参照。）、下層に水酸基及び／またはカルボキシル
基を有するラジカル重合体とキノンジアジド基含有化合物からなる樹脂を用い、上層とし
てフェノール性水酸基を有するラジカル重合体とキノンジアジド基含有化合物からなる樹
脂を用いる２層レジストの提案（特許文献９参照。）もある。
【００１８】
　また、スパッタ時のターゲット印加電力を１００ｍＷ／ｍ２以下、成膜圧力０．１Ｐａ
以下としたり、ターゲットと基板の間隔を１５０ｍｍ以上としたり、コリメータを設置し
たりする等の方法で成膜粒子の基板への入射角を制御する方法の提案もある（特許文献１
０参照。）。
【００１９】
　一方、リフトオフレジストパターンの形成、次いで金属薄膜を成膜した後に、レジスト
とレジスト上の金属膜を溶剤などでリフトオフする代わりに二酸化炭素のドライアイス粒
子を高速で基板に吹き付けてレジストとその上に金属薄膜を吹き飛ばすことによってリフ
トオフする提案もある（特許文献１１参照。）。
【００２０】
【特許文献１】特許第２９１１５５２号公報
【特許文献２】特開平８－３１５９８１号公報
【特許文献３】特開平９－３３０７９２号公報
【特許文献４】特開２００３－２２９２５１号公報
【特許文献５】特開２００４－３１９１４３号公報
【特許文献６】特開平７－１６１７１１号公報
【特許文献７】特開平６－２６７８４３号公報
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【特許文献８】特開平９－９２６０５号公報
【特許文献９】特開２００３－２８７９０５号公報
【特許文献１０】特開２００２－４３２４８号公報
【特許文献１１】特開２０００－５８５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかし、特許文献６のようにリフトオフレジストのオーバーハング量あるいはアンダー
カット量を制御して成膜粒子のリフトオフレジスト側面への入り込みを抑制しようとする
と、図６（ｂ）、（ｃ）に示すように、基板上に形成された薄膜パターンの端部で自然に
形成されるテーパー分の幅が大きくなり、微細なパターンを所定の膜厚で形成することが
困難になってしまうという問題が生じる。さらに具体的に述べると、線状パターンを形成
するにあたり、リフトオフレジストのアンダーカット量（端面に垂直方向のアンダーカッ
ト部の幅）が５μｍ必要な場合では、テーパー部の幅は５μｍ以上となり、１０μｍ以下
の線幅のパターンを形成すると、線幅方向中央部に厚みが均一な平坦部が存在せず、線幅
方向中央部が最も厚く、両側ともテーパー部のみからなる膜厚の不均一なパターンとなっ
てしまう。有機ＥＬディスプレイの第１電極上の絶縁膜としてこのような薄膜パターンを
使用すると、図７に示すように、第１電極端部で絶縁膜の膜厚が薄くなり、絶縁破壊を起
こすおそれがある。あるいは、膜厚の薄いテーパー部を画素の内側に形成することにより
絶縁破壊を回避することができるが、絶縁膜の開口部、すなわち発光領域が狭くなり、有
機ＥＬディスプレイの発光輝度が低下するという問題を生じる。
【００２２】
　特許文献１０に記載の方法では、成膜速度を犠牲にしており、生産性が落ちるという問
題を抱えている。
【００２３】
　特許文献１１に記載のリフトオフ方法は、“バリ”を除くには有効であるが、ドライア
イスによって基板が冷却されるのを防ぐために、基板の加熱を必要とし、さらに乾燥雰囲
気中での処理を必要とする。また、基板がガラス等の絶縁物である場合、ＣＯ２との摩擦
により、巨大な静電気を生じ、基板が帯電、集塵してしまうという問題がある。これらの
問題を解決するためのＣＯ２ドライアイス処理装置は、高価なものとなってしまう。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　すなわち、本発明は、有機ＥＬディスプレイの第１電極上の絶縁膜を無機材料で安価に
形成する方法としてのリフトオフ法に存在する上記問題が存在する状況に鑑みなされたも
のであって、その目的は、安価で、上述の問題のないリフトオフ法による薄膜パターンの
形成方法、その薄膜形成方法を利用した有機ＥＬディスプレイの製造方法及び信頼性の高
い有機ＥＬディスプレイパネルを提供することにある。
【００２５】
　すなわち、本発明の薄膜パターンの形成方法は、基板上にレジストからなるパターンを
形成する工程、
表面にレジストパターンが形成された基板上に絶縁薄膜を形成する工程、
レジストを溶剤で除去するとともに、レジスト上に形成された薄膜をリフトオフすること
によって絶縁薄膜パターンを形成する工程を有し、前記レジストからなるパターンを形成
する工程で形成されたレジストの頂部が基板に対して平行方向に突出したオーバーハング
部を有し、前記絶縁薄膜パターンを形成する工程において、前記レジストのオーバーハン
グ部の先端が基板に近づくように変形することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の薄膜パターンの形成方法においては、前記絶縁薄膜の中央部の厚さをt、変形
後のオーバーハング部底部の基板からの高さをy′としたとき、
　　ｔ≧ｙ′≧０．５ｔ
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であることが好ましい。
【００２７】
　また、前記レジストからなるパターンを形成する工程で形成されたレジストのオーバー
ハング部の長さをx、オーバーハング部底部の基板からの高さをyとしたとき、
　　１０ｔ≧ｘ≧５．５ｔ、２ｔ≧ｙ＞ｔ
であることがさらに好ましい。
【００２８】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法は、基板上に少なくとも第１電極、絶
縁薄膜、有機ＥＬ層及び第２電極を順次積層してなる有機ＥＬディスプレイの製造方法で
あって、
（１）基板上に第１電極を形成する工程と、
（２）第１電極の形成された基板上に、前記第１電極上に開口部を有し、少なくとも第１
電極端部を覆うように絶縁薄膜を形成する工程と、
（３）有機ＥＬ層を形成する工程と、
（４）第２電極を形成する工程と
を有し、前記工程（２）における絶縁薄膜の形成が上記の薄膜の形成方法であることを特
徴とする。
【００２９】
　本発明の有機ＥＬディスプレイは、基板上に少なくとも第１電極、絶縁薄膜、有機ＥＬ
層及び第２電極を順次積層してなり、前記絶縁薄膜が前記第１電極上に開口部を有し、少
なくとも第１電極端部を覆うように形成された無機材料からなる薄膜であり、絶縁薄膜中
央部の膜厚をｔとしたとき、絶縁薄膜の開口部近傍における膜厚が０．９ｔ以下である部
分の幅が１０ｔ以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の薄膜パターンの形成方法によれば、リフトオフ時の“バリ”の発生を抑制でき
るとともに、レジストによる遮蔽効果によって形成される薄膜端部のテーパー領域の幅も
狭くすることができ、第１電極上の絶縁膜としてこのような薄膜パターンを使用すると、
図７に示すような、第１電極端部で絶縁膜の膜厚が薄くなり、絶縁破壊を起こすおそれも
なく、膜厚の薄いテーパー部を画素の内側に形成して、絶縁膜の開口部、すなわち発光領
域を過度に狭くする必要のない微細なパターンを形成できる。
【００３１】
　また、前記薄膜パターン形成方法を用いて第１電極上の絶縁膜を形成する本発明の有機
ＥＬディスプレイの製造方法によれば、安価に無機絶縁薄膜を形成することができ、本発
明の有機ＥＬディスプレイは、有機ＥＬディスプレイの非発光部分の拡大を抑え、かつ長
時間安定に駆動することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下に、適宜図面を参照しつつ本発明の絶縁薄膜パターンの形成方法、有機ＥＬディス
プレイ及びその製造方法を説明するが、図面に示される絶縁薄膜パターンの形成方法、有
機ＥＬディスプレイ及びその製造方法は例示であり、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００３３】
　図１は、本発明の絶縁薄膜パターン形成方法による薄膜パターン形成工程を示す拡大概
略断面図（ただし、均一倍率ではない）である。図１（ａ）は基板上にリフトオフレジス
トを形成した状態を示す図である。ここで、リフトオフレジストパターンは断面が図１（
ａ）に見られるようなＴ字状になるようにレジストの頂部が基板に対して平行に突出した
オーバーハング部を有するように形成する。このリフトオフレジストパターンはこのよう
な形状になるように２種のレジストを積層して形成してもよく、単層でオーバーハング構
造ができるレジストであれば、単層でリフトオフレジストパターンを形成してもよい。２
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種のレジストを積層する場合は、現像速度の異なる２種のフォトレジスト材料、または感
光性がなくアルカリ現像液に可溶な樹脂とフォトレジストの積層体を用いることができ、
レジスト形状の制御が容易となる。
【００３４】
　２層の場合は、まず、下層として、ＰＭＧＩ樹脂またはポリイミド樹脂を所定の膜厚に
なるように塗布、乾燥し、その上に下層材料と混合が生じないフォトレジストを積層し、
所望の形状が得られるフォトマスクを用いて紫外光を照射する。ついで現像することによ
って、レジストパターンを得ると同時に、そのレジストパターンをマスクにして、現像液
によって下層の樹脂をエッチングする。
【００３５】
　上層のレジストパターンの線幅よりも下層の樹脂パターンの線幅が細くなるように下層
の樹脂をエッチングすることによりオーバーハング部を有する図１（ａ）の構造のレジス
トパターンを得ることができる。上層のレジストの溶解に用いられている溶剤に下層の樹
脂が不溶であれば、上下層の混合は生じない。そのような上層のレジスト材料として、ノ
ボラック系レジストあるいはアクリル系レジストを用いることができる。
【００３６】
　単層のレジストの場合はノボラック系の化学増幅レジストを用いることができる。
【００３７】
　この図１（ａ）に示すレジストパターンは、図１（ｂ）に示すように後述の薄膜形成工
程で形成された絶縁薄膜の中央部の厚さ（端部を除いた薄膜の平均厚さ）をｔ、図１（ｂ
）に示すように薄膜形成工程でリフトオフレジスト変形後のオーバーハング先端底部の基
板からの高さをｙ′としたとき、
　　ｔ≧ｙ′≧０．５ｔ
であることが好ましい。
【００３８】
　ｙ′が上記の範囲になると、薄膜のリフトオフレジストオーバーハング部の下へのもぐ
りこみを大幅に抑制でき、結果として、基板上の絶縁薄膜端部の膜厚の薄い部分を大幅に
削減できるようになる。具体的には基板上の絶縁薄膜端部の、膜厚が０．９ｔ以下の部分
の幅が１０ｔ以下とすることができる。
【００３９】
　ｙ′がｔより大きいと、変形が不十分で薄膜のリフトオフレジストオーバーハング部の
下へのもぐりこみが多くなって、レジスト側壁へ連続した膜が形成されて、バリが発生し
たり、膜厚が０．９ｔ以下の部分の幅が広くなり、有機ＥＬディスプレイに適用したとき
、端部での絶縁破壊を生じやすくなったり、発光部面積を不要に狭くしたりするおそれが
あり、ｙ′が０．５ｔより小さいと、絶縁薄膜成膜中にレジストオーバーハング部が絶縁
薄膜と接触し、リフトオフが困難になったり、絶縁薄膜との接触部でバリを形成してしま
うおそれがある。
【００４０】
　ｙ′を上記の範囲にするには、図１（ａ）に示すようにレジストからなるパターンを形
成する工程で形成されたレジストのオーバーハング部の長さをｘ、オーバーハング部底部
の基板からの高さをｙとしたとき、
　　１０ｔ≧ｘ≧５．５ｔ、２ｔ≧ｙ＞ｔ
とすることが好ましい。
【００４１】
　ｘ、ｙをこのような範囲のものとすることにより、絶縁薄膜形成時にオーバーハング部
が変形したときに上記の範囲のｙ′とすることができる。
【００４２】
　ｘが１０ｔより大きいと、薄膜形成時の変形でリフトオフレジストのオーバーハング先
端底部が基板に接触して、リフトオフレジスト除去時に、リフトオフレジスト及び薄膜の
除去が不完全となり、所定の開口部が得られなくなるおそれがあり、また、リフトオフが
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うまくいったとしても、膜厚が０．９ｔ以下の絶縁膜幅が広くなり、絶縁不良を起こすお
それがある。一方、ｘが５．５ｔより小さいと薄膜形成時のオーバーハング部の変形が不
十分で薄膜のリフトオフレジストオーバーハング部の下へのもぐりこみが多くなって、レ
ジスト側壁へ連続した膜が形成されて、バリが発生したり、有機ＥＬディスプレイに適用
したとき、端部での絶縁破壊を生じやすくなったり、発光部面積を不要に狭くしたりする
おそれがあるので好ましくない。
【００４３】
　ｙが２ｔより大きいと薄膜形成時のオーバーハング部の変形後のｙ′をｔ以下とするこ
とが困難となるおそれがあり、ｙがｔ以下であると、薄膜形成時の変形でリフトオフレジ
ストのオーバーハング先端底部が基板に接触するおそれがある。
【００４４】
　後述のように、このリフトオフレジストパターン付き基板の上に絶縁薄膜を形成するが
、この薄膜形成時のリフトオフレジストの変形量を制御するために、リフトオフレジスト
の現像後にポストベークを行うことが好ましい。ポストベークによってもリフトオフレジ
ストが変形することがあるので、ポストベークの温度は９０℃以上１２０℃未満で行うの
が好ましい。ポストベーク温度が９０℃未満では薄膜形成時のリフトオフレジストの変形
量の調節が不十分となり、１２０℃を超えるとポストベーク時にレジストが大きく変形し
てしまい、リフトオフレジストとして機能しなくなるおそれがある。
【００４５】
　図１（ａ）に示す形状のリフトオフレジストパターン付き基板に、電気絶縁性を有する
薄膜を形成する。この絶縁薄膜は、物理気相堆積法（ＰＶＤ）で形成する。絶縁薄膜材料
はＰＶＤで薄膜形成でき、十分な絶縁耐圧を有する材料であればいずれも用いることがで
き、具体的には、酸化珪素、窒化珪素、酸窒化珪素や酸化チタン、酸化タンタル、窒化ア
ルミニウム等を用いることができる。
【００４６】
　上記ＰＶＤとしては、スパッタ法またはイオンプレーティング法が好ましく用いられ、
スパッタ法としてはマグネトロンスパッタ法が、成膜速度が高く、生産性に優れることか
らより好ましい。
【００４７】
　この絶縁薄膜形成の際、基板がプラズマに曝されたり、ソース加熱の輻射を受けて加熱
されたりするが、この加熱と薄膜の形成によってリフトオフレジストのオーバーハング部
の先端が基板に近づくように変形し、成膜後に図１（ｂ）に示す断面構造となる。成膜時
の基板の到達温度はレジストパターン形状変化を制御するために適切な範囲の温度とする
ことが好ましい。この好ましい温度は使用するレジスト材料の種類によって異なるが、２
種のレジストでレジストパターンを形成する２層レジストで、上層にノボラック系レジス
トあるいはアクリル系レジストを用いる場合は、１２０～１５０℃であることが望ましい
。リフトオフ用のノボラック系化学増幅レジスト（例えば、日本ゼオン製ＺＰＮ１１００
、または信越化学製ＳＩＰＲ－９６８４）を用いた単層のレジストパターンの場合は、基
板到達温度は１００～１２０℃であることが好ましい。
【００４８】
　成膜時の基板到達温度は、スパッタ法であれば、放電電力、基板搬送速度によって、ま
た、イオンプレーティング法であれば、放電電力、ソース加熱温度、基板搬送速度によっ
て制御することができる。
【００４９】
　こうして得られた、図１（ｂ）に示すような基板を、レジスト可溶な溶剤を用いて剥離
するとともに、レジスト上の薄膜をリフトオフすることによって、図１（ｃ）に示す構造
とする。このレジスト可溶な溶剤としては、例えばアセトン、Ｎ－メチル－２－ピロリド
ン（ＮＭＰ）、γ－ブチロラクトン（ＧＢＬ）等の他、市販のレジスト剥離液、例えば、
東京応化製　剥離液１０４、１０５、１０６、ＡＺエレクトロニックマテリアルズ製　Ａ
Ｚリムーバーシリーズ等も利用できる。
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こうして得られた基板上の絶縁薄膜は、薄膜中央部の厚みをｔとしたとき、周辺部の厚み
が０．９ｔ以下の部分の幅が１０ｔ以下となっており、絶縁耐圧の低い部分が少ない膜に
なっている。周辺部の厚みが０．９ｔ以下の部分の幅が１０ｔ以下となっていると、ディ
スプレイの開口率が高くなるという特徴を有する。
【００５０】
　次に、本発明の有機ＥＬディスプレイについて、図２から５を参照しながら説明する。
　図２は、本発明の有機ＥＬディスプレイ製造方法による、絶縁薄膜の形成工程を示す拡
大概略断面図である。図３（ａ）は、本発明の有機ＥＬディスプレイの概略部分斜視図、
図３（ｂ）、（ｃ）は、本発明の有機ＥＬディスプレイの１実施態様の構成を示す概略断
面図である。図４は本発明の有機ＥＬディスプレイの他の実施態様の構成を示す概略断面
図である。図５（ａ）は第１電極上に形成したリフトオフレジストの断面ＳＥＭ像、図５
（ｂ）は、絶縁薄膜形成後の第１電極、リフトオフレジスト、絶縁膜の断面ＳＥＭ像であ
る。
【００５１】
　まず、図３に示すような、ボトムエミッション型ＥＬディスプレイにつき説明する。
　第１電極は透明基板上に設けられるが、透明基板は、パターン化されて形成された色変
換フィルタ層と、平坦化層と、パッシベーション層とを表面に有していることが好ましく
、透明基板上に第１電極が形成されたとは、基板上にこの順に形成された色変換フィルタ
層と、平坦化層と、パッシベーション層が形成されており、そのパッシベーション層の上
に第１電極が形成されていることを意味する。なお、これらの図面では、第１電極、絶縁
膜、有機ＥＬ層、第２電極、第２電極分離用隔壁以外の構成要素は図示せず、透明基板上
に形成した色変換フィルタ層、及びこれらの層の上に設けられた平坦化のための高分子膜
層や防湿のためのパッシベーション層などを一体的に「第１電極基板」と呼ぶことにする
。
【００５２】
　色変換フィルタ層は、カラーフィルタ層、色変換層、およびカラーフィルタ層と色変換
層との積層体の総称である。
【００５３】
　色変換層は、有機ＥＬ層にて発光される近紫外領域ないし可視領域の光、特に青色ない
し青緑色領域の光を吸収して、異なる波長の可視光へと波長分布変換を行う層である。　
色変換層に使用される染料または顔料には有機蛍光色素がある。例えば、有機ＥＬ層から
発せられる青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素には、
例えば以下のような有機蛍光色素がある。すなわち、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ロ
ーダミン３Ｂ、ローダミン１０１、ローダミン１１０、スルホローダミン、べ一シックバ
イオレット１１、べーシックレッド２などのローダミン系色素、シアニン系色素、１－エ
チル－２－［４－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－１３－ブタジエニル］－ピリジウム
－パークロレート（ピリジン１）などのピリジン系色素、あるいはオキサジン系色素など
である。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など）も所望の
蛍光を発することができれば使用することができる。有機ＥＬ層から発せられる青色ない
し青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素には、例えば以下のよう
な有機蛍光色素がある。すなわち、３－（２－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ
クマリン（クマリン６）、３－（２’－ベンゾイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ－ジエチルア
ミノクマリン（クマリン７）、３－（２’－Ｎ－メチルベンゾイミダゾリル）－７－Ｎ，
Ｎ－ジエチルアミノクマリン（クマリン３０）、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒ
ドロ－８－トリフルオロメチルキノリジン（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（クマリン１
５３）などのクマリン系色素、または、クマリン色素系染料であるべーシックイエロー５
１、さらにはソルベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６などのナフタルイミド
系色素などである。さらに、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料など
）も所望の蛍光を発することができれば使用することができる。
【００５４】
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　また、上記有機蛍光色素を、ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル
－酢酸ビニル共重合樹脂、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、尿素樹脂、メラ
ミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂およびこれらの樹脂混合物などに予め練り込んで顔料化
して、有機蛍光顔料としてもよい。
【００５５】
　カラーフィルタ層は、当該技術において知られている任意の色素をマトリクス樹脂に分
散した材料（たとえば、液晶ディスプレイ用カラーフィルタ材料）を用いて形成すること
ができる。
【００５６】
　フルカラー表示を可能にするためには、少なくとも青色（Ｂ）変換フィルタ層、緑色（
Ｇ）変換フィルタ層および赤色（Ｒ）変換フィルタ層を有することが望ましい。
【００５７】
　赤色変換フィルタ層は、赤色変換層と赤色カラーフィルタ層との積層体であることが好
ましい。これは、光源として青色ないし青緑色領域の光を発光する有機ＥＬ層を用いる場
合、有機ＥＬ層からの光を単なる赤色フィルタに通して赤色領域の光を得ようとすると、
元々赤色領域の波長の光が少ないために極めて暗い出力光になってしまうからである。赤
色変換層によって青色ないし青緑色領域の光を赤色光へと波長分布変換することにより、
十分な強度を有する赤色領域の光の出力が可能となる。
【００５８】
　緑色変換フィルタ層は、緑色変換層と緑色カラーフィルタ層との積層体であることが好
ましい。ただし、有機ＥＬ層が発する光が充分な強度の緑色成分を含有する場合、緑色カ
ラーフィルタ層のみを用いてもよい。
【００５９】
　青色変換フィルタ層は、有機ＥＬ層が発する近紫外光または青緑色光の波長分布変換を
行って青色光を出力する青色変換層と、青色カラーフィルタ層とを含んでもよい。ただし
、有機ＥＬ層が青色から青緑色の光を発する場合、青色カラーフィルタ層のみを用いるこ
とが好ましい。
【００６０】
　有機ＥＬ層が白色発光する場合には、各色についてカラーフィルタ層のみを用いて所望
の色を得ることができるが、各色変換層を用いることによりカラーフィルタ層のみの場合
よりも高い効率で３原色の発光を得ることが可能となる。
【００６１】
　この色変換フィルタ層はパターン化されている。
　ここで、色変換フィルタ層がパターン化されているとは、１つまたは複数の色変換フィ
ルタ層が形成されており、該色変換フィルタ層のそれぞれが複数の部分に分割されている
ことを意味する。このようなパターンの一例としてラインパターンを挙げることができる
。
【００６２】
　本発明において、平坦化層とは、透明支持基板上に設けられたパターン化された色変換
フィルタ層のためにできた表面の凹凸を実質的に解消し平坦にするための層であり、当該
技術に知られている任意の材料により形成することができる。好ましくは、ポリイミドま
たはアクリル樹脂から形成される。
【００６３】
　パッシベーション層は、例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、Ｔｉ
Ｏｘ、ＴａＯｘ、ＺｎＯｘ等の無機酸化物、無機窒化物等の材料を使用できる。また、イ
ミド変性シリコーン樹脂や、無機金属化合物（ＴｉＯ、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２等）をアク
リル、ポリイミド、シリコーン樹脂等の中に分散した材料などのポリマー材料も用いるこ
とができる。
【００６４】
　第１電極はラインパターンを有する複数の導電層からなり、導電層の各々は上述の第１
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電極基板の上に設けられた表示部と外部駆動回路との接続部及び引き出し部とから形成さ
れている。第１電極の材料としてはＩＴＯ、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物、ＡＴＯ等を用いることが
でき、特に、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物は室温成膜により比較的低抵抗の膜が得られ、かつ、弱酸
によるパターニングが可能となるので好ましい。パターニングは市販のフォトレジストを
用いたウエットエッチングによって行うことができる。
【００６５】
　次にパターニングされた第１電極上に絶縁薄膜を形成する。絶縁薄膜は発光に必要な開
口部を有する。本発明による絶縁薄膜の開口部の形成はリフトオフ法を用いるが、開口部
における無機絶縁薄膜の除去に強酸あるいは強アルカリを用いる必要がなく、第１電極表
面を粗くしない利点がある。
【００６６】
　まず、第１電極上の絶縁薄膜を形成しない領域にリフトオフレジストを形成し、次いで
無機絶縁薄膜をスパッタ法、イオンプレーティング法等の物理気相堆積法（ＰＶＤ）にて
所望の膜厚に成膜し、最後に溶剤でレジストを剥離するとともにレジスト上の無機絶縁薄
膜をリフトオフすることにより無機絶縁薄膜パターンを得る。
【００６７】
　リフトオフレジスト、無機絶縁膜の材質、形状は上述の薄膜パターンの形成方法で述べ
たとおりである。
【００６８】
　絶縁薄膜成膜前のｘ、ｙの値を１０ｔ≧ｘ≧５．５ｔ、２ｔ≧ｙ＞ｔとすることにより
、絶縁膜材料のリフトオフレジスト側面への回り込みを防止でき、絶縁薄膜成膜中に変形
させ、成膜後のｙ′の値をｔ≧ｙ′≧０．５ｔとすることにより、リストオフレジスト側
壁への絶縁薄膜材料の堆積を防ぎ、第１電極上の無機絶縁薄膜の端部から中央部に向かう
につれて急激に膜厚が増大し、膜厚が０．９ｔ以下の領域が端部から１０ｔ以内であるよ
うにすることができる。
【００６９】
　図５（ａ）において図１のｘ、ｙに対応する値はそれぞれ２．４μｍ、０．６０μｍで
あり、図５（ｂ）において、図１のｔ、ｙ′に対応する値はそれぞれ０．３３μｍ、０．
１８μｍであり、ｘ、ｙ、ｙ′とｔの関係は上記範囲内に入っている。
【００７０】
　このようにして、図３（ｂ）、（ｃ）に示されるように、テーパー形状に加工された第
１電極端部以外はほぼ均等な膜厚で無機絶縁薄膜を形成することが可能となる。
【００７１】
　第１電極上に形成した絶縁薄膜の上に隔壁が形成される。隔壁の間の第１電極の上には
有機ＥＬ層が設けられる。有機ＥＬ層は、有機発光層を少なくとも含み、必要に応じて正
孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層および／または電子注入層を含有する。
【００７２】
　すなわち、有機ＥＬ層は（Ａ）有機発光層のみからなってもよく、第１電極側から、
（Ｂ）正孔注入層／有機発光層
（Ｃ）有機発光層／電子輸送層
（Ｄ）正孔注入層／有機発光層／電子輸送層
（Ｅ）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層
（Ｆ）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層
の構成となっていてもよい。
【００７３】
　　有機ＥＬ層の各層の材料は、公知のものが使用できる。青色から青緑色の発光を得る
ためには、有機発光層中に、例えばベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、べンゾ
オキサゾール系などの蛍光増白剤、金属キレート化オキソニウム化合物、スチリルベンゼ
ン系化合物、芳香族ジメチリディン系化合物などが好ましく使用される。電子注入層とし
ては、例えば、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム、マグネ
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シウム、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属、またはこれらのフッ化物等からなる電
子注入性の金属、その他の金属との合金や化合物などの材料を用いることができる。また
、電子輸送層としては、アルミキノリン錯体などの金属錯体とオキサジアゾール、トリア
ゾール系化合物等を用いることができる。また、正孔注入層としては、芳香族アミン化合
物、スターバースト型アミンや、ベンジジン型アミンの多量体および銅フタロシアニン（
ＣｕＰｃ）などを用いることができる。正孔輸送層としては、スターバースト型アミン、
芳香族ジアミンなどを用いることができる。
【００７４】
　第２電極は、例えば、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウム
、マグネシウム、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属からなる電子注入性の金属、ま
たはこれらのフッ化物等とその他の金属との合金や化合物などの材料を用い、有機ＥＬ層
形成に続き、そのまま真空を破らずに加熱蒸着装置を用いて蒸着することにより得られる
。
【００７５】
　以上述べた本発明の有機ＥＬディスプレイの実施態様はボトムエミッション型の例であ
るが、本発明の他の実施態様として、トップエミッション型有機ＥＬディスプレイもある
。このトップエミッション型有機ＥＬディスプレイは、基板上に第１電極、絶縁膜、有機
ＥＬ層、第２電極が設けられており、第２電極側に、透明基板上に少なくとも色変換フィ
ルタ層を設けた色変換フィルタ基板を設けてられている。色変換フィルタ層上にはパッシ
ベーション層が設けられていることが好ましく、色変換フィルタ層とパッシベーション層
の間にパッシベーション層のガスバリア性を損なわないように平坦化層を設けてもよい。
第２電極はパッシベーション層の上に設けられる。
【００７６】
　第１電極は反射性であることが好ましく、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｏ、Ｗ、Ｎｉ、Ｃｒなどの高
反射率の金属、ＮｉＰ、ＮｉＢ、ＣｒＰおよびＣｒＢなどの高反射率のアモルファス合金
、ＮｉＡｌなどの高反射率の微結晶性合金をあげることができる。第１電極が電子輸送層
と接する場合は、例えば、リチウム、ナトリウム等のアルカリ金属、カリウム、カルシウ
ム、マグネシウム、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属などの電子注入性の金属また
はこれらとその他の金属との合金を電子輸送層の間に設けるのが好ましい。第１電極を電
子注入性とした場合は、第２電極は正孔注入製とする必要があり、ＩＴＯ、Ｉｎ－Ｚｎ酸
化物、ＡＴＯ等の透明電極材料を用いる以外は、ボトムエミッション型ディスプレイで用
いたと同様の材料が用いられる。
【００７７】
　色変換フィルタを用いたトップエミッション型有機ＥＬディスプレイは、第１の基板上
に第１電極、絶縁薄膜、有機ＥＬ層、第２電極を順次形成し、一方で第２の基板（透明基
板）上に色変換フィルタを形成して色変換フィルタ基板を作製する。そして、この色変換
フィルタ基板は封止基板もかねている。貼り合わせ時には、第１電極パターンと色変換フ
ィルタパターンが合うようにアライニングする必要がある。
【実施例】
【００７８】
　以下、本発明による有機ＥＬディスプレイの作成例を、図面を参照しながら説明する。
有機ＥＬディスプレイは画素数１６０×１２０×ＲＧＢ、画素ピッチ０．３３ｍｍで形成
した。
【００７９】
［青色フィルタの作製］
　青色フィルタ材料（富士フィルムエレクトロニックマテリアルズ製;カラーモザイクＣ
Ｂ－７００１）を透明基板としてのコーニングガラス１７３７（５０×５０×１．１ｍｍ
）上に、スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ方によりパターニングを実施
し、線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍの青色フィルタのラインパター
ンを得た。
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【００８０】
［緑色変換フィルタの作製］
　蛍光色素としてクマリン６（０．７重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノメチル
エーテルアセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部に溶解した。さらに光重合性樹脂「ＶＰ
Ａ１００／Ｐ５」（商品名、新日鐵化成工業製）１００重量部を加えて均一に溶解し、塗
布液を得た。この塗布液を、青色フィルタのラインパターン形成済みである透明基板上に
スピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法によりパターニングを実施し、線幅
０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍの緑色変換フィルタのラインパターンを
得た。
【００８１】
［赤色変換フィルタの作製］
　蛍光色素としてクマリン６（０．６重量部）、ローダミン６Ｇ（０．３重量部）、ベー
シックバイオレット１１（０．３重量部）を溶剤のプロピレングリコールモノメチルエー
テルアセテート（ＰＧＭＥＡ）１２０重量部に溶解した。さらに光重合性樹脂「ＶＰＡ１
００／Ｐ５」（商品名、新日鐵化成工業製）１００重量部を加えて均一に溶解し、塗布液
を得た。この塗布液を、青色フィルタ及び緑色変換フィルタのラインパターン形成済みで
ある透明基板上にスピンコート法を用いて塗布し、フォトリソグラフ法によりパターニン
グを実施し、線幅０．１ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、膜厚１０μｍの赤色変換フィルタの
ラインパターンを得た。
【００８２】
［平坦化層の作製］
　こうして形成された色変換フィルタ層の上に、ＵＶ硬化型樹脂（エポキシ変性アクリレ
ート）をスピンコート法にて塗布し、高圧水銀灯を照射してガラス基板上で膜厚８μｍの
平坦化層を形成した。このとき、色変換フィルタのパターンには変形がなく、かつ平坦化
層の上面は平坦であった。
【００８３】
［パッシベーション層の作製］
　ガスバリア層として、室温においてＲＦマグネトロンスパッタ法により、３００ｎｍの
ＳｉＯｘ膜を形成した。ターゲットにはＳｉを用い、スパッタガスとしてＡｒと酸素の混
合ガスを用いた。
【００８４】
［第１電極の形成］
　第１電極として、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物パターンを形成した。第１電極は外部駆動回路との
接続部から表示パネル内中央までつながったパターンとして形成される。すなわち、室温
において、ＤＣマグネトロンスパッタ法により厚さ２００ｎｍのＩｎ－Ｚｎ酸化物膜を形
成した。スパッタターゲットにはＩｎ－Ｚｎ酸化物ターゲットを用い、スパッタガスとし
てＡｒと酸素の混合ガスを用いた。次いで、フォトリソグラフによりレジストをパターニ
ングした後、シュウ酸をエッチング液として用いてＩｎ－Ｚｎ酸化物薄膜をパターニング
して幅１００μｍのラインパターンを形成した。
【００８５】
［絶縁膜の形成］
　絶縁膜として、酸化珪素膜をリフトオフ法により形成した。リフトオフレジストの形成
には、まず、ＰＭＧＩをベースとする樹脂（マイクロケム製：ＬＯＲ　３Ａ）を第１電極
が形成された基板全面に膜厚０．４μｍとなるようにスピンコートし、ホットプレートに
て１００℃で５分間乾燥した。次いでノボラック系樹脂からなるポジ型フォトレジスト（
東京応化製：ＴＦＲ－１１５０）を膜厚１．２μｍとなるようにスピンコートし、ホット
プレートで１１０℃で９０秒間乾燥した後、第１電極上の絶縁膜開口部及び外部駆動回路
との接合部等の絶縁膜を形成しない領域を遮蔽するようなフォトマスクを介して高圧水銀
ランプにより紫外光を照射し、次いで、水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）２
．３８％水溶液を用いて、フォトレジストの現像及びＰＭＧＩ樹脂のエッチングを行って
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、図５（ａ）の断面形状（レジストのオーバーハング部の長さ２．４μｍ、オーバーハン
グ部先端底部の基板からの高さ０．６０μｍ）を有するリフトオフレジストを得た。
【００８６】
　その後、リフトオフレジストを形成した基板を、ホットプレートを用いて１００℃で１
５０秒間加熱した。その後、ＲＦマグネトロンスパッタ法により、基板加熱なしで酸化珪
素を厚み３００ｎｍとなるように成膜した。成膜中の基板到達温度は１４０℃であった。
酸化珪素成膜時に図５（ｂ）に示すようにオーバーハング部先端が垂れ下がるように変形
して、オーバーハング部先端底部の基板からの高さが０．１８μｍとなった。次いで、レ
ジスト剥離液（東京応化製：剥離液１０４）に酸化珪素を成膜した基板を浸漬することに
よって、リフトオフレジスト及びレジスト上の酸化珪素膜を除去し、第１電極上に開口部
を有する絶縁膜が形成された基板を得た。絶縁膜の端部における２７０ｎｍ以下の厚みを
有する部分の幅は約２．９μｍであった。
【００８７】
［隔壁の形成］
　絶縁膜を形成した基板に、第１電極のラインと垂直に、第２電極同士を分離する隔壁を
形成した。隔壁材料はノボラック系のネガ型化学増幅レジスト（日本ゼオン製：ＺＰＮ１
１６８）を用い、スピンコート法で塗布、膜厚３．５μｍのレジスト膜を形成し、ホット
プレートを用いて１１０℃で９０秒加熱した後、線幅２０μｍ、ピッチ３３０μｍのスト
ライプパターンのフォトマスクを通して、高圧水銀灯により紫外光を照射した。次いでホ
ットプレートを用いて１１０℃で６０秒加熱後に、ＴＭＡＨ２．３８％水溶液を用いて現
像し、ホットプレートで１８０℃１０分間加熱乾燥することにより隔壁を形成した。
【００８８】
［有機ＥＬ素子の作製］
　次いで、隔壁を形成した基板を抵抗加熱蒸着装置内に装着し、正孔注入層、正孔輸送層
、有機発光層、電子輸送層を、真空を破らずに順次成膜した成膜に際して、真空槽内圧は
１×１０－４Ｐａまで減圧した。正孔注入層としては、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を
１００ｎｍ積層した。正孔輸送層としては、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ
－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を２０ｎｍ積層した。発光層は、４，４’
－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を３０ｎｍ積層した。電
子輸送層は、アルミキレート（Ａｌｑ）を２０ｎｍ積層した。
【００８９】
　正孔注入層から電子輸送層までの成膜に引き続いて、真空を破らずに、電子注入層及び
第２電極を抵抗加熱蒸着により成膜した。電子注入層には弗化リチウムを膜厚１ｎｍで、
第２電極材料はアルミニウムを膜厚２００ｎｍで成膜した。第２電極は前記隔壁によって
、平行に並んだストライプ状に分離されていた。
【００９０】
　このように作製した有機ＥＬディスプレイと従来の感光性樹脂を絶縁膜として用いた有
機ＥＬディスプレイを、１１５℃の高温槽内に５００時間保持した後の発光写真を図８に
示す。図８（ａ）は本発明による有機ＥＬディスプレイの発光写真であり、図８（ｂ）は
従来の感光性樹脂を絶縁膜とした有機ＥＬディスプレイの発光写真であるが、図８（ａ）
では、図８（ｂ）に見られるような、絶縁膜からの水分等の拡散による発光領域の低下は
見られなかった。すなわち、図８（ａ）では画素間の幅が比較的狭くかつ均一であるのに
対し、図８（ｂ）では画素間の幅が広く、またその幅も均一ではなく幅の広いところ、さ
ほど広くないところができている。この図８（ａ）に比べて、図８（ｂ）の幅の広くなっ
た部分は水分等の拡散により本来発光すべきであったのに発光できなくなった部分であり
、絶縁膜からの水分等の拡散により発光領域が低下していることを示している。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明の薄膜パターンの形成法によれば、形成される薄膜の端部のテーパー領域の幅が
狭く、絶縁膜としてこの薄膜パターンを利用した有機ＥＬディスプレイは絶縁破壊のおそ
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れも少なく、かつ発光領域を過度に狭くすることがなく、本発明によれば高温環境での信
頼性に優れ、駆動寿命の改善されたディスプレイを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明のリフトオフ法による薄膜パターン形成工程を示す拡大断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬディスプレイの製造方法による絶縁薄膜の形成工程を示す拡大
概略断面図である。
【図３】本発明のボトムエミッション型有機ＥＬディスプレイの概略部分斜視図及び概略
断面図である。
【図４】本発明のトップエミッション型有機ＥＬディスプレイの概略断面図である。
【図５】第１電極上に形成したリフトオフレジスト、及び絶縁薄膜形成後のリフトオフレ
ジストと絶縁薄膜の断面ＳＥＭ像を示す図である。
【図６】従来技術によるリフトオフ薄膜パターンの形成工程を示す拡大断面図である。
【図７】従来技術のリフトオフ法により形成された第１電極上の絶縁薄膜の形状を示す図
である。
【図８】加熱保持後の有機ＥＬディスプレイの発光写真であり、（ａ）は本発明による有
機ＥＬディスプレイ、（ｂ）は感光性樹脂を絶縁膜材料とした有機ＥＬディスプレイであ
る。
【符号の説明】
【００９３】
　１：基板
　２、１１２：リフトオフレジスト
　３、１０３：絶縁薄膜
１０１：第１電極基板
１０２：第１電極
１０４：隔壁
１０５：有機ＥＬ層
１０６：第２電極
１０７：封止用基板
１５０：光
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